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ZUSAMMEN FASSUNG 

Plasmabildschirm mit erhohter Luminanz 

Die Erflnduhg beschreibt eiiien Plasmabildschirm, insbesondere einen AC-Plasmabild- 
schirm, mit erhohter Luminanz. Die Frpntplatte (1) weist eine Glasplatte (3), auf der eine 
dielektrische Schicht (4), eine UV-Licht reflektierende Schicht (8) und eine Schutzschicht 
(5) aufgebracht sind, auf. Die UV-Licht reflektierende Schicht (8) zeigt eine hohe 
Reflexion im Wellenlangenbereich der Plasmaemission (> 172 nm) und eine hohe Trans- 
mission im sichtbairen Wellenlangenbereich. Die UV-Licht reflektierende Schicht (8) 
reflektiert UV-Licht (12), welches in Richtung Frontplatte (1) emittiert wird, in Richtung 
der Leuchtstoffe (10) zuriick. 

Fig. 1 





FIG. 1 
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Plasmabildschirm mit erhohter Luminanz 

Die Erfindung betriifft einen Plasmabildschirm ausgeriistet mit einer Frontplatte, die eine 
Glasplatte, auf der eine dielektrische Schicht^ und eine Schutzschicht aufgebracht sind> 
aiifweist, mit einer Tragerplatte ausgestattet mit einer LeuchtstofFschicht, mit einer 
Rippenstruktur, die den Raum zwischen Frontplatte und Tragerplatte in Plasmazellen, die 
mit einem Gas gefiillt sind, aufteilt, mit einem oder mehreren Elektroden-Arrays auf der 
Frontplatte und der Tragerplatte zur Erzeugung von stillen elektrischen Entladungeh in 
den Plasmazellen. 

Plasmabildschirme ermoglichen Farbbilder mit hoher Auflosung, grofier Bildschirmdia- 
gonale und sind von kompakter Bauweise. Ein Plasmabildschirm weist eine hermetisch 
abgeschlossene Glaszelle, die mit einem Gas gefullt ist, mit gitterformig angeordneten Elek^ 
_ .troden axif. Durch Anlegen . einer elektrischen Spannung .wird eine Gasendadung hervorge- 
rufen, die Licht im ultravioletten Bereich erzeugt. Durch LeuchtstofFe kann dieses Licht in 
sichtbares Licht umgewandelt und durch die Frontplatte der Glaszelle zum Betrachter 
emittiert werden. 

Plasmabildschirme werden in zwei Klassen unterteilt: DC- Plasmabildschirme und AC- 
Plasmabildschirme. Bei den DC-Plasmabildschirmen stehen die Elektroden im direkten 
Kontakt mit dem Plasma. Bei AC-Plasmabildschirmen sind die Elektroden durch eine 
dielektrische Schicht von dem Plasma getrennt. 

In einem typischen AC-Plasmabildschirm ist die dielektrische Schicht noch mit einer 
Schicht aus MgO iiberschichtet. MgO besitzt einen hohen ioneninduzierten Sekundar- 
elektronenemissionskoeffizienten und verringert so die Ztindspannung des Gases. Aufier- 
dem ist MgO resistent gegen Sputtering durch positiv geladene lonen des Plasmas. 

Als Gas wird heutzutage meist ein Edelgasgemisch mit Xenon als UV-Licht generierender 
Komponente verwendet. Das bei der Plasmaentladung generierte Licht liegt iin vakuum- 
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ultravioletten (VUV) Bereich. Die Emissionswellenlange von Xe liegt bei 147 nm und die 
Emissionswellenlange des angeregten Xe2-Excimers liegt bei 172 nm. 

Die Luminanz eines Plasmabildschirms hangt zu einem grofien Teil von der Effizienz des 
VUV-Lichtes ab, die LeuchtstofFe anzuregen. Um die Luminanz zu erhohen ist in der JP 
2000-011895 ein Plasmabildschirm beschrieben^ der auFder dielektrischen Schicht eine 
UV-Licht reflektierende Schicht auiweist. Die UV-Licht reflektierende Schicht enthalt eine 
Schichtabfolge von Materialien mit unterschiedlichen Brechungsindices. Die Herstellung 
dieser Schichten ist sehr aufwendig und teuer. 

Nachteilig ist, dass keine Schicht aus MgO auf der UV-Licht reflektierenden Schicht 
aufgebracht wcrden kann, da die Schicht aus MgO nicht durchiassig fiir VUV-Licht ist 

Der Erfindung Hegt die Aufgabe zugrunde, einen Plasmabildschirm mit verbesserter 
Luminanz bereitzustellen. „ i; „ , 

Diese Aufgabe wird gelost, durch einen Plasmabildschirm ausgeriistet mit einer Front- 
platte, die eine Glasplatte, auf der eine dielektrische Schicht, eine UV-Licht reflektierenden 
Schicht und eine Schutzschicht aufgebracht sind, aufweist, mit einer Tragerplatte ausge- 
stattet mit einer Leuchtstoffschicht, mit einer Rippenstruktur, die den Raum zwischen 
Frontplatte und Tragerplatte in Plasmazellen, die mit einem Gas gefuUt sind, aufteilt, mit 
einem oder mehreren Elektroden-Arrays auf der Frontplatte und der Tragerplatte zur 
Erzeugung von stillen elektrischen Entladungen, bei denen UV-Licht mit einer Wellen- 
lange > 172 nm entsteht, in den Plasmazellen. ^ 

Es ist bevorzugt, dass bei den stillen elektrischen Entladungen UV-Licht mit einer Wellen- 
lange zwischen 200 und 350 nni entsteht. ^ 

Durch die Verwendung von UV-Licht mit einer Wellenlange > 172 nm, insbesondere im 
bereich von 200 bis 350 nm, zur Anregung der LeuchtstofFe, kann auf der Frontplatte 
neben der UV-Licht reflektierenden Schicht eine Schutzschicht aufgebracht werden, 
welche sich vorteilhaft auf die Ziindspannung des Gases auswirkt. Aufierdem wird durch 
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die UV-Licht reflektierende Schicht die Luminanz des Plasmabildschirms erhoht, da UV- 
Licht, welches in Richtung Frontplatte emittiert wurde, durch die UV-Licht reflektierende 
Schicht in Richtung der LeuchtstofFe reflektiert wird. 

Es ist besonders bevorzugt, dass das Gas ausgewahlt ist aus der Gruppe Quecksilberdampf, 
Ne/Nj and der Edelgashalogenide. 

Diese Gase eminieren bei einer Plasmaentladung Licht mit einer Wellenlange > 172 nm. 

Es ist weiterhin bevorzugt, dass die UV-Licht reflektierende Schicht ein Material ausge- 
wahlt aus der Gruppe der Metalloxide, Metallfluoride, der Metallphosphate, der Metall- 
polyphosphate, der MetaUmetaphosphate, der Metallborate und Diamaht enthalt. ^ 

Diese Materialien zeigen im Wellenlangenbereich von 173 bis 700 nni keine oder nur 
geringe Absprpdpn und wideistehen den hphe^ Teniperaturen wahrend der Herstellung 
eines Plasmabildschirmsl 

Es ist besonders bevorzugt, dass die UV-Licht reflektierende Schicht Teilchen mit einem 
Teilchendurchmesser kleiner 300 nm enthalt. 

Es ist ganz besonders bevorzugt, dass die UV-Licht reflektierende Schicht Teilchen mit 
einem Teilchendurchmesser zwischen 20 nm und 150 nm enthalt. 

Teilchen dieses Durchmessers weisen eine deutlich groKere Lichtstreuung im UV-Wellen^ 
langenbereich als im sichtbaren Wellenlangenbereich auf., 

Es ist vorteilhaft, dass die UV-Licht reflektierende Schicht eine Dicke von 0.5 ^m bis 5 fim 
aufweist. 



Neben dem Streuverhalten der eiiizelnen (isolierten) Teilchen und seine Wellehlangenab- 
hangigkeit, spielt auch die Dicke der Schicht aus streuenden Teilchen eine RoUe. Durch 
Verwendung von Teilchen mit einem Teilchendurchmesser kleiner 300 nm, insbesondere 
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mit einem Teilchendurchmesser zwischen 20 und 150 nm, sowie einer Schichtdicke von 
0.5 fim bis 5 fim wird eine UV-Licht reflektierende Schicht erhalten, die im Wellenlangen- 
bereich der Plasmaemission staxk reflektiert und im Bereich der. sichtbaren Emission der 
LeuchtstofFe transmittiert. 

Im folgenden soli anhand von zwei Figuren und zwei Ausfuhrungsbeispielen die Erfindung 
naher erlautert werden. Dabei zeigt 

Fig- 1 den Aufbau und das Funktionsprinzip einer einzelnen Plasmazelle in eiiiem 

AC-Plasmabildschirm und 
Fig. 2 das Reflexionsverhalten einer erfindungsgemafien UV-Licht reflektierenden 

Schicht. 

Gemafi Fig. 1 weist eine Plasmazelle eines AC-Plasmabildschirms mit einer koplanaren 
Anordnung der Elektrpden.eine Frontplatte 1 und eine Tragerplatte 2 au£ Die Frontplatte 
1 enthalt eine Glasplatte 3, auf der eine dielektrische Schicht 4, auf der dielektrischen 
Schicht eine UV-Licht reflektierende Schicht 8 und darauf eine Schutzschicht 5 aufge- 
bracht sind. Die Schutzschicht 5 ist bevorzugt aus MgO und die dielektrische Schicht 4 ist 
beispielsweise aus PbO-haltigem Glas. Auf der Glasplatte 3 sind parallele, streifenformige 
Entladungselektroden 6,7 aufgebracht, die von der dielektrischen Schicht 4 bedeckt sind. 
Die Entladungselektroden 6,7 sind zum Beispiel aus Metall oder ITO. Die Tragerplatte 2 
ist aus Glas und auf der Tragerplatte 2 sind parallele, streifenformige, senkrecht zu den 
Entladungselektroden 6,7 verlaufende Adresselektroden 1 1 aus beispielsweise Ag aufge- 
bracht. Diese sind von einer Leuchtstofl&chicht 10, die Licht in einer der drei Grundfarben 
rot, grun oder blau emittiert, bedeckt. Dazu ist die LeuchtstofFschicht in mehrere Farbseg- 
mente unterteilt. Oblicherweise sind die rot-, griin- bzw. blau-emittierenden Farbsegmente 
der LeuchtstofFschicht 10 in Form von senkrechten Streifentripeln aufgebracht. Die einzel- 
nen Plasmazellen sind durch eine Rippenstruktur 13 mit Trennrippen aus vorzugsweise 
dielektrischem Material getrennt. 

In der Plasmazelle, als auch zwischen den Entladungselektroden 6,7, von denen jeweils eine 
im Wechsel als Kathode bzw. Anode wirkt, befindet sich ein Gas, welches bei einer 
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Plasmaentladung Licht emittiert, wobei das Maximum der emittierten Wellenlange > 172 
nm ist. Vorzugsweise wird bei der Plasmaentladung Licht in einem Wellenlangenbereich 
zwischen 200 und 350 nm erzeugt. Nach Ziindung der Oberflachenentladung, wodurch 
Ladungen auf eiriem zwischen den Entiadungselektroden 6,7 im Plasmabereich 9 liegenden 
Entladungsweg fliefien konnen> bildet sich im Plasmabereich 9 ein Plasma, durch das je 
nach der Zusammensetzung des Gases Strahlung 12 im UV-Bereich erzeugt wird. Diese 
Strahlung 12 regt die LeuchtstofFschicht 10 zum Leuchten an, die sichtbares Licht 14 in 
einer der drei Grundfarben enlittiert, das durch die Frontplatte 1 nach auSen tritt und 
somit einen leuchtenden Bildpunkt auf dem Bildschirm darstellt. 

Zur Herstellung einer Frontplatte 1 mit einer UV-Licht reflektierenden Schicht 8 werden 
zunachst auf einer Glasplatte 3, dereh Grofie der gewiinschten Bildschirmgrofie entspricht, 
mittels Aufdampfveifahren die Endadungselektroden 6,7 aufgebracht. Anschliefiend wird 
die dielektrische Schicht 4 aufgebracht. , 



Fiir die Herstellung der UV-Licht. reflektierende Schicht 8 werden zunachst Suspensionen 
der Teilchen mit dem gewiinschten Teilchendurchmesser hergestellt. Als Teilchen konnen 
beispielsweise Oxide, Fluoride, Phosphate, Metaphosphate oder Polyphosphate von ver- 
schiedenen Hauptgruppen- oder Nebengruppenmetallen verwendet werden. Als Oxide 

20 konnen zum Beispiel die Oxide der 1. Hauptgruppe wie Li20 oder Oxide der 2. Haupt- 
gruppe wie MgO, CaO, SrO sowie BaO oder Oxide der 3. Hauptgmppe wie zum Beispiel 
B2O3 und AljOj oder Oxide der 3. Nebengruppe wie SC2O3, Y2O3 urid La203 oder Oxide 
. der 4. Hauptgruppe wie beispielsweise SiOj, GeO^ und SnOj oder Oxide der 4. Neben- 
gruppe wie TiOj, ZrOj und HfOj oder gemischte Oxide wie MgAljO^, CaAl204 oder 

25 BaAl204 eingesetzt werden. Als Fluoride konnen zum Beispiel Fluoride der 1. Haupt- 
gruppe wie LiF, NaF, KF, RbF und CsF oder Fluoride der 1. Nebengmppe wie AgF oder 
Fluoride der 2. Hauptgruppe wie MgFj, CaF2, SrF2 und BaFj oder Fluoride der 3. Haupt- 
gruppe wie AIF3 oder Fluoride der 4. Hauptgmppe wie PbFj oder Fluoride der 1. Neben- 
gmppe wie CuF2 oder Fluoride der 2. Nebengmppe wie ZnFj oder Fluoride der Lanthani- 

30 den wie LaF3, CeF4, PrFj, SmFj, EUF3, EuF2, GdF3, YbF3 und LuFj oder gemischte 

Fluoride wie LiMgF3, Na3AIF6 und KMgF3 zum Einsatz kommen. Als Phosphate konnen 
beispielsweise Phosphate der 1. Hauptgruppe wie Li3P04, Na3P04, K3PO4, Rb3P04 und 
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CS3PO4 Oder Phosphate der 2. Hauptgruppe wie Mg3(P04)2, Ca3(P04)2, Sr^iPO^)^ oder 
Ba3(P04)2 oder Phosphate der 3. Hauptgruppe wie AIPO4 dder Phosphate der 3. 
Nebengruppe wie ScPO^, YPO4 und LaP64 oder Phosphate der Lanthaniden wie LaPO^, 
PrPO^, SmPO^, EUPO4, GdP04, YbP04 und LuPO^ oder Phosphate der 4. Nebengruppe 
5 wie Ti3(P04)4, Zr3(P04)4 und Hf3(P04)4 verwendet werden. Als Metaphpsphate mit einer 
Kettenlange n zwischen 3 und 9 konnen zum Beispiel Metaphosphate der 1. Hauptgruppe 
wie Li3(P03)3, Na3(P03)3, K^(PO^^, Rlb3(P03)3 und Cs^(PO^)^ oder Metaphosphate der 2. 
Hauptgruppe wie Mg(P03)2, Ca(P03)2, Sr(P03)2 und Ba(P03)2 oder Metaphosphate der 
3. Hauptgruppe wie AI(P03)3 oder Metaphosphate der 3. Nebengruppe wie Sc(P03)3, 

10 Y(P03)3 und La(P03)3 oder Metaphosphate der 4. Nebengruppe wie Ti3(P03)4, Zr3(P03)4 
und Hf^(P0^4 oder Zn(P03)2 eingesetzt werden. Als Polyphosphate konnen beispielsweise 
Polyphosphate (1^P03)„ der Metalle Li, Na, K, Rb, Cs, Mg, Ca, Sr, Ba, Al, Sc, Y, La, Ti, 
Zr, Hf, Zn Pr, Sm, Eu, Gd, Yb oder Lu mit einer Kettenlange n zwischen 10^ und 10^ 
und mit einem Wert fur x, der je nach Oxidationsstufe des verwendeten Metalls zwischen 

15 P_.25.und_ 1 Jjegt,.yerwendungfinden. Bei all diesen Polyphosphaten konnen Metall- 
Kationen partiell auch durch Protonen ersetzt sein. Es konnen aber auch Hydrogen- 
phosphate wie beispielsweise KH2PO4, NaHjPO^ und NH4H2PO4 oder Diamant in der 
UV-Licht reflektierenden Schicht 8 verwendet werden. 

20 Der Teilchendurchmesser der verwendeten Materialien sollte kleiner als 300 nm sein und 
liegt vorzugsweise in einem Bereich zwischen 20 und 150 nm. Es ist besonders vorteilhaft, 
wenn eine breite Verteilung uber diesen Bereich der Teilchendurchmesser vorliegt, da dies 
das Verhaltnis Reflexion des UV-Lichts zu Reflexion des sichtbaren in die gewiinschte 
Richtung beeinflusst. 

25 

Alternativ konnen die Suspensionen auch Vorstufen zu den erfindungsgemaCen Teilchen 
enthalten, die dann durch thermische Behandlung in die gewiinschten Teilchen iiberfuhrt 
werden. So kann beispielsweise eine Suspension mit Mg(OH)2 nach Aufbringen auf die 
dielektrische Schicht 4 thermisch in eine Schicht aus MgO uberfiihrt werden. 

30 

Die Herstellung der Suspensionen erfolgt bevorzugt in wassriger Losung. In manchen 
Fallen kann es notwendig sein, mit organischen Losungsmittelsystemen zu arbeiten, bei- 
spielsweise wenn das verwendete Pulver mit Wasser chemisch reagiert oder sich darin lost. 
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Die Herstellung der Suspensionen erfolgt je nach Material und Teilchendurchmesser auf 
unterschiedlichen Wegen. Eine Moglichkeit ist, dass die Teilchen aus geeigiieten Vorstufen 
synthetisiert werden. Die andere Moglichkeit ist, dass die Teilchen direkt eingesetzt 
werden. ' 

Im Fall, dass bei Herstellung der Suspensionen Teilchen aus Vorstufen hergestellt werden, 
werden zunachst Metallsalze in Wasser gelost. Die Metallsalze haben die Zusammen- 
setzung MXo^yHiO, wobei M zum Beispiel ein Metall oder mehrere Metalle ausgewahlt 
aus der Gruppe Li, Na, K, Rb, Cs, Mg, Ca, Sr, Ba, Al, Sc, La, Y, Sn, Ti, Zr, Hf, Ag, Pb, 
.Cu, Pr, Sm, Eu, Gd, Yb, Lu und Zn ist. X ist beispielsweise eines oder mehrere der 
Anionen NO3-, RO", R-COO", rOiC-COj" wahrend y eine Zahl gro{Ser oder gleich Null 
und n eine ganze Zahl zwischen 1 und 4 je nach Okidationsstufe des Metallkations M"* ist. 
Als Alkoxide RO" konnen beispielsweise Propoxid und Butoxid verwendet werden. Als 
. Csu:bpxylate.kQDaen2um-ReispielAceiate> Propionate oder Butyrate verwendet werden. 

Die erfindungsgemafien Teilchen mit einem Teilchendurchmesser kleiner 300 nm werden 
dann entweder durch thermische Behandlung wie zum Beispiel Erhitzen unter Ruckfluss, 
durch saure Behandlung wie beispielsweise Zugabe von Essigsaure, durch alkalische 
Behandlung wie Zugabe von Natronlauge oder Aufleiten von Ammoniak und/oder durch 
Zugabe des gewunschten Gegenions erhalten. Die Gegenionen werden als Salze zu der 
wassrigen Metallsalzlosung gegebeti und konnen beispielsweise Ammoniumsalze wie NH4F 
oder Phosphate wie Natriummetaphosphat oder langkettige Polyphosphatsalze sein. 

Die erhaltenen Suspensionen werden mit einem Assoziativverdicker und/oder einem 
Dispergiermittel versetzt. 

AJternativ konnen Teilchen wie beispielsweise LijO, MgO, CaO, SrO, BaO, BjOj, AI2O3, 
SC2O3, Y2O3, La^Oj, SiOz, GeOa, SnOj, TiOj, ZrOj, HfO^ oder MgAl^O^ mit einem 
Teilchendurchmesser kleiner 300 nm auch direkt in wassriger Losung suspendiert und 
anschlieSend mit einem Assoziatiwerdicker und/oder einem Dispergiermittel versetzt 
werden. ... 
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Die Teilchen konnen durch Mahlen mit einer Kugelmuhle mit und ohne Riihrwerk, 
Riihren mit einem Dissolver, Scherdispergieren mit einem Ukraturrax-Gerat, ein 
Ukraschallbad oder eine Ukraschallsonotrode dispergiert warden. 

Die Suspensionen konnen weiterhin noch mit Additiven versetzt werden, die die 
Flie{?eigenschafTen der Suspensionen modifizieren und ihnen thixotrope Eigenschaften 
verleihen. Als solche Additive konnen kleine Zusatze von organischen, loslichen Polymeren 
wie Polyvinylalkohol, Polyacrylatderivate, assoziativ wirkenden Verdickern oder voUstandig 
dispergierte Kolloide verwendet werden, * 

Die auf diese verschiedenen Arten erhaltenen Suspensionen konnen durch verschiedenste 
Verfahren wie beispielsweise Spincoating, Meniscuscoating, Bladecoating, Siebdruck oder 

Flexodruck auf die dielektrische Schicht 4 der Frontplatte 1 aufgebracht werden. 

\ . • . ■ ■ 

Zur Trocknung der aufgebrachten Schicht wird diese mit Umluft, Warme, Infrarotstrah- 
lung oder Kombinationen davon behandek. Um eine Rissbildung in der Schicht durch 
Schrumpfung zu verhindern, wird die Trocknung ausreichend langsam durchgefiihrt. Zur 
Entfernung der zugesetzten StofFe wie der Elektrolyte, der Dispergiermittel oder der Poly- 
mere werden die Schichten nochmals thermisch nachbehandek. Durch Erhitzen der 
Schichten auf 450 °C konnen die Zusatze ruckstandsfrei entfernt werden. In einigen Fallen 
kann es notig sein, Temperaturen von 600 **C anzuwenden, um eine vollstandige Pyrolyse 
der Polymere zu erreichen. Im Fall, dass die aufgebrachte Suspension eine Vorstufe zu 
einem erfindungsgemafien Teilchen enthalt, findet bei der thermischen Behandlung auch 
die entsprechende Umwandiung statt. 

Als Gas fiir die Plasmaentladung kann beispielsweise ein Edelgashalogenid, wie zum 
Beispiel ArF, KrCJ, KrF, XeBr, XeCl, XeF, ein Ne/N^-Gemisch oder Quecksilberdampf 
verwendet werden. • 

In der Leuchtstoffichicht 10 werden LeuchtstofFe verwendet, die sich von Wellenlangen > 
172 nm, insbesondere in einem Wellenlangenbereich zwischen 200 und 350 nm, anregen 
lassen. 
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Als blau-emitrierender LeuchtstofF kann beispielsweise BaMgAl^oOiyrEu, 
(Ba,.,SrJ5(P04)3(F,Cl):Eu mit 0 < x < 1 oder (Bai.,.ySr,Cay)3(P04)3(F,Cl):Eu mit 0 < x ^ 1 
verwendet werden. 

Als griin-emittierender LeuchtstofF kann zum Beispiel ZnjSiO^rMn, BaAli20i9:Mn, 
YjSiOjrTb, CeMgAlnOi^iTb, (Yi.,GdJB03:Tb nriit 0 < x ^ 1, InB03:Tb GdMgBjOioiCe, 
Tb oder LaP04:Ce,Tb eingesetzt werden. 

Als rot-emittierender LeuchtstofF kann beispielsweise Y203:Eu, Y203S:Eu, YVO^rEu, 
YiVMO^iEu mit 0 < X < 1, (Yi,,Gd,)203:Eu mit 0 < x < 1 oder (Yi.,Gd,)B03:Eu mit 
0 < X < 1 verwendet werden. 

Zur Herstellung einer segmentierten LeuchtstofFschicht 10 wird nach bekannten VerFahren 
eine Leuchtstoffeubereitung mit einem griin-, rot- oder blau-ernittierenden LeuchtstoflF 
heirgestellt und diese mittels TrockenbeschichtungsverFahren, z. B. elektrostatische Abschei- 
dung oder elektrostatisch unterstiitztes Bestauben, als auch mittels Nassbeschichtungs- 
verfahren, z. B. Siebdmck, DispenservjerFahren, bei denen eine Leuchtstoffeubereitung mit 
einer sich dem Kanalen entlang bewegenden Duse eingebracht wird, oder Sedimentation 
aus der flussigen Phase, auF eine Tragerplatte 2 ausgestauet mit einer Rippenstruktur 12 
mit Trenhrippen und Adresselektroden 10 auFgebracht. Anschliefiend wird dieses 
VerFahren fiir die beiden anderen Farben durchgeFuhrt. 

Die Tragerplatte 2 wird zusammen mit weiteren Komponenten wie zum Beispiel einer 
Frontplatte 1 und einem Gas zur Herstellung eines Plasmabildschirms verwendet. 

Bevorzugt wird die UV-Licht reflektierende Schicht 8 bei AC-Plasmabildschirmen, bei 
denen die Ansteuerung der Plasmazellen durch Wechselspannung erFolgt und bei denen die 
Entladungselektroden 6,7 von einer dielektrischen Schicht 4 bedeckt sind, verwendet. 
Grundsatzlich kann eine UV-Licht reflektierende Schicht auch bei DC-Plasmabildschir- 
men eingesetzt werden, bei denen die Entladungselektroden 6,7 nicht von einer dielektri- ' 
schen Schicht 4 bedeckt sind. 
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. Im folgenden werden Ausfuhrungsformen der Eifindung erlautert> die beispielhafte Reali- 
sierungsmoglichkeiten daistellen. 

Ausfiihrungsbeispiel 1 

Zur Herstellung einer Siebdruckpaste wurden.lOO g /►-Menth-l-en-S-ol, welches 5 Gew.-% 
Ethylcellulose enthielt, 2.7 g eines Thixotropiermittel und 12 g SiOx mit einem Teilchen- 
durchmesser zwischen 20 und 110 nm gemischt und anschliefiend durch zweimalige 
Passage eines Dreiwalzenstuhls dispergiert. 



Mittels Siebdruck wurde eine Schicht aus Si02-Partikeln als UV-Licht reflektiereride 
Schicht 8 auf die dielektrische Schicht 4 einer Frontplatte 1, welchie eine Glasplatte 3, eine 
dielektrische Schicht 4 und zwei Endadungselektroden 6,7 aufweist, aufgebracht. Die 
dielektrische Schicht 4 enthielt PbO und die beiden Endadungselektroden 6,7 waren aus 

..L5 . ITO. Die Frontplatte l.wurde zunachst getrocknet und dann 2 h einer thermischen 

Nachbehandlung bei 450 °C unterzogen. Die Schichtdicke der UV-reflektierenden Schicht 
8 aus SiOj betrug 4.0 \xm. Anschliefiend wurde die UV-Licht reflektierende Schicht 8 mit 
einer Schicht aus MgO bedampft, welche eine Schichtdicke von 730 run aufwies. Die 
fertige Frontplatte 1 wurde zusammen mit einer Tragerplatte 2 und einen Gas zum Bau 

20 . eines Plasmabildschirms verwendet, der erhohte Luminanz aufwies. Das Gas enthielt 90 
Voi..% Ne und 10 VoI.-% N^. 

In Fig. 2 zeigt Linie 15 die Reflexion der 4.0 yim Si02-enthaltenen UV-Licht reflektieren- 
den Schicht 8 als Funktion der Wiellenlange gezeigt. Linie 16 zeigt die Reflexion nachdem 
25 auf die UV-Licht reflektierende 8 die 730 nm dicke Schutzschicht 5 aus MgO aufgedampft 
wurde. 

Ausfiihrungsbeispiel 2 
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150 g AI2O3, welches durch Flammenpyrolyse hergestellt wurde und einen Teilchendurch- 
messer bis zu 200 nm aufweist, wurde langsam in eine 0.005 molare Losung von 
Ammoniumacetat in 500 ml destillienem Wasser mit einem Riihrer eingeriihrt. Nach 
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beendeter Zugabe wurde die erhaltene Suspension 15 min mit einer Ultraschallsonotrode 
behandelt. Unter Riihren wurde die Suspension mit 25.0 nil einer 4.7%igen wassrigen 
Polyvinylalkohol-Losung versetzt, AnschlieEend wurde die Suspension durch Filtration 
gereinigt. ' 

Mittels Spincoaten wurde eine Schicht von AljOj-Partikein als UV-Licht reflektierende 
Schicht 8 auf die dielektrische Schicht 4 einer Frontplane 1, welche eine Glasplatte 3, eine 
dielektrische Schicht 4 und zwei Entladungselektroden 6,7 aufweist, aufgebracht. Die 
dielektrische Schicht 4 enthielt PbO und die beiden Entladungselektroden 6,7 waren alis 
ITO. Die Frontplatte 1 wurde zunachst getrocknet und dann 2 h einer thermischeh Nach- 
behandlung bei 450 **C unterzogen. Die Schichtdicke der UV-reflektierenden Schicht 8 
aus AI2O3 betrug 2.0 furi. Anschliefiend wurde die UV-Licht reflektierende Schicht 8 mit 
einer Schicht aus MgO bedampft, welche eine Schichtdicke von 600 nm aufwies. Die 
fertige Frontplatte 1 wurde zusammen mit einer Tragerplatte 2 und einen Gas zum Bau 
eines Plasmabildschir Luminanz aufwies. Das. Gas enthielt- KrE.- ~ 
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1. Plasmabildschirm ausgeriistet mit einer Frontplatte (1), die eine Glasplatte (3), auf der 
eine dielektrische Schicht (4), eine UV-Licht reflektierenden Schicht (8) und eine 
Schutzschicht (5) aufgebracht sind, aufweist, mit einer Tragerplatte (2) ausgestattet mit 
einer LeuchtstofFschicht (10), mit einer Rippenstruktur (13), die den Raum zwischen 
5 Frontplatte (1) und Tragerplatte (2) in Plasmazellen, die mit einem Gas gefullt sind, 

aufteilt, mit einem oder mehreren Elektroden-Arrays (6,7,1 1) auf der Frontplatte (1) und 
der Tragerplatte (2) zur Erzeugung von stilien elektrischen Entladungen, bei denen UV- 
Licht mit einer Wellenlange > 172 nm entsteht, in den Plasmazelien. 

10 2.Plasmabildschirm nach Anspruch 1, 
. dadurch gekeniizeichnet. 
dass bei den stilien elektrischen Entladungen UV-Licht mit einer Wellenlange zwischen 
200 und 350 nm entsteht. 

15 3- Plasmabildschirm nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass das Gas ausgewahlt ist aus der Gruppe Quecksilberdampf, Ne/N2 und der Edelgas- 
halogenide. 

20 4. Plasmabildschirm nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die UV-Licht reflektierende Schicht (8) ein Material ausgewahlt aus der Gruppe der 
Metalloxide, Metallfluoride, 'der Metallphosphate, der Metallpolyphosphate, der Metall- 
metaphosphate, der Metallboirate und Di'amant enthalt. 
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5. Plasmabildschirm nach Anspruch 1, . 
dadurch gekcnnzeichnet. 

dass die UV-Licht reflektierende Schicht (8) Teilchen mit einem Teilchendurchmesser 
kleiaer 300 nm enthalt. 

6. Plasmabildschirm nach Anspruch 4, 

dadurch gekennzeichnet, . . 

dass die UV-Licht reflektierende Schicht (8) Teilchen mit einem Teilchendurchmesser 

zwischen 20 nrn und 1 50 nm eiithalt. 

7l Plasmabildschirm nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet , . 

dass die UV-Licht reflektierende Schicht (8) eine Dicke von 0.5 ]un bis 5 \im aufweist. 




FIG. 1 




FIG. 2 



